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はじめに 
集積回路技術の進歩による電子機器の小型化に伴って、電

源装置にも小型化が強く求められている。スイッチング周波

数の高周波化を行う場合、高効率が得られる共振型コンバー

タが賞用される。その出力電圧は基本的にスイッチング周波

数で制御されることから、自励型の LC 発振回路によるゲー

ト駆動回路が提案されている 1)。本稿では、最も基本的な発

振周波数特性などについて検討したので報告する。 
LC 発振回路の発振周波数 
実験回路を Fig. 1 に示す。MOSFET による自励型 LC 発振

回路である。RC スナバ回路を構成するキャパシタンス C1を

パラメータに取って、抵抗 R1と発振周波数 foscの関係を測定

した結果が、Fig. 2 である。  
文献 1)では発振周波数が式(1)で表されるとしている。

)( 3iss1osc CCCLf ++= π21           (1) 

ここで、C issは MOSFET の入力容量である。Fig. 2 を見ると

R1によって foscが影響を受けていることが分かるが、式(1)で
は説明できない。 
そこで、スナバ回路を RC 並列回路に等価変換して R1の影

響を C1に反映させた結果が Fig. 3 である。実験結果と傾向は

似ているが数値は大きく異なっている。式(1)から得られる数

値は、Fig. 3 のグラフを左に延長した場合の漸近値である。 
次に、逆伝達容量 Crssによるミラー効果の影響を考慮して

C issを補正し、さらにインダクタに用いた直流電源用チョーク

コイルについて大振幅動作の影響を考慮して L を補正した場

合の foscを、Fig. 4 に示す。Fig. 2 と大体一致していることが

分かる。 
外部負荷との結合回路 
発振出力を外部スイッチ素子のゲート・ソース間に印加す

るために、片側のスナバ回路を結合回路に交換した場合の特

性についても検討した。結合回路の定数を適当に選ぶと、発

振回路をほぼ対称動作させることができる。 
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Fig. 1.  High frequency LC oscillator for gate 

driver. 

 

Fig.2. Measured data on oscillation frequency. 

 

 
Fig.3. Analyzed oscillation frequency in 

consideration of RC snubbers. 

  

 
Fig.4. Analyzed oscillation frequency in 

consideration of RC snubbers, reverse-transfer 

capacitance in MOSFET, and large swing operation 

in inductors. 
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